
“
工族窒化物半導体を用いた短波長発光ダイオー ド (LED)

/レ ーザー (LD)の開発
"

(1)背 景 と目標

発光波長が緑色 (555nm)よ り短い光を得るには、エネルギーギャップEgが2 2cV以上の半導体材

料で日_つ、直接遷移型の構造を有するものが好ましい。その候補の一例が、IIl族空化物系である。

しか しこれ らの材料は、バルク単結晶を得る事が極めて困難であると共に格子定数の整合する基板

が得 られていない。その為、高効率の青色系発光素子の出現は21世紀になると予想されていた。

他方、 H一 Ⅵ族系のZnSe等は当時、多くの研究機関及び企業各社で研究対象の材料 となっていた。

以上の背景下で日亜化学工業 (株)は 、1989年 『より困難が予想される道を選択することが、より

多くの技術成果が得られる』 との信念の基に空化ガリウム系を研究開発のテーマとして採用 した。

(2)内 容 と特徴

本開発の成功は 'つの大きなブレークスルーを成し得たことに起因する。

OTwo一 Flow一MOCVD法 と命名した結晶成長法の考案 ;
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②P型化へのモデル提案 と実現 ;

GaNは Prtl導電性を示すことが困難祝されていた。中村は、空素雰囲気中で熱的アニー リング

処理を施 し、低抵抗PttGaN層を得ることに成功 した。この原理は、その後の実験により次の

ように説明づけた。 ドーピングした工族元素のMgア クセプターが 「水素」を結合 し、アクセ

プターを不活性化 している。熱処理により、水素原子が解離 しMgア クセプターが活′性化され

P型半導体を示す と、モデル提案をした。現在では、このモデルは、多くの研究者によつて認

められつつある。

(3)研 究成果

1993/11月 世 界初 高 光度lcd青色LEDの 開発、商品化

1994/4月  世 界初 高 光度2cd青緑色LEDの 開発 (信号機対応)

1995/9ブJ 世 界初 高 光度高色純度量子丼戸構造6cd緑色LEDの 開発

1995/12ブj lll界初 青 紫色LDの ■温六ルス発振に成功

1999/2月  世 界初 同 上しDの 試作品出荷ヘ

中村修jl氏はIIl族空化物半導体の研究開発を推進 し

1.世界初の市i光度、青、青緑、緑色発光ダイオー ド (1,ED)の十用発及び製ri古化に成功 したしその

結果IンEDに よる京内 ・外のフルカラーデ ィスプレイ、信号機、カラースキャナー年の荏業界

に画期的成果と波及効果を1)たらした。

2.十七界初の青紫色半導体 レーザー (LD)の 発板に成功、現在では試作ri11の有使||1荷にまで到達

している。今後、DVD市 場に大きなインパク トを与えると思われる.1司時に医療、分析機器

への波及をも計られると思考 している。
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